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(54) Integrovany logicky obvod

Vynalez se tyka integrovaného logického
obvodu. Vynélez muze byt UspéSné vyuzit
v ¢&islicovych vypodetnich zafizenich, napfi~
klad v mikroprocesorech.

Jsou znamy integrované logické obvody,
zahrnujici dvojici bipolarnich tranzistora vza-

jemné se dopliujiciho typu vodivosti, z nichz

jeden je spinacim, zatimco druhy plni funkci
proudového generdtoru, tzv. ,jinjekéni obvo-
dy“.

Z uvedenych obvodd je svou techmickou
podstatou obvodu podle vynalezu nejbliZe in-
tegrovany logicky obvod, zahrnujici spinaci
tranzistor tizeny elektrickym polem, k némuz
je pripojeny proudovy generator (bipolarni
tranzistor), vstupni a vystupni elektrody, pfi-
pojené k tidici elektrodé a sbémé elektrodeé
tranzistoru Fizeného elektrickym polem a
elektrody napéjeciho obvodu, z nichZ jedna
je ptripojena k proudovému generatoru a dru-
ha ke zdrojové elektrodé tranzistoru rizeného
elektrickym polem.

Uvedeny obvod je charakteristicky pomér-
né vysokou hodnotou napajeciho napéti a hod-
notou prace spindni. Je tomu tak z davodu
pouZiti bipolarntho tranzistoru jako proudo-
vého generdtoru; tranzistor ma mnevysokou
hodnotu proudového zesilovaciho ¢initele od

emitoru ke kolektoru o pomérné vysoké ote-
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viraci napéti eraitorového prechodu, jez se
rovné piiblizné 0,7 V.

Cilem vyndlezu je sniZeni mnapéjeciho na-
péti a hodnoty prace pro spinéni integrované-
ho obvodu.

Daldim cilem vynalezu je zaji$téni jednodu-
chosti vyroby integrovaného obvodu a zmen-
geni obvodem zaujimané plochy na minimum.

Zéakladem tohoto vynalezu je dkol zpraco-
vat integrovany logicky obvod, v némZ by byl
jako proudovy generator pouzit prvek, dovo-
lujici snizit napajaci napéti a hodnotu prace
spinani. integrovaného obvodu bez zvySeni
slozitosti Vymby obvodu a bez zvétseni obvo-
dem zaujimané plochy. :

Podstata vynalezu spodivd v tom, Ze v in-
tegrovaném logickém obvodu, zahrnu31c1m
spinaci tranzistor rizeny elektrickym polem,
k némuZ je ptipojeny proudovy generétor,
vstupni a vystupni elektrody, pfipojené k ¥i-
dici elektrodé a sbérné elektrodé tranzistoru
tizeného elektrickym polem a elektrody na-
pajectho obvodu, z nichZ jedna je ptipojena
k .,p\roudové«mu generatoru a druhé ke zdro-
jové elektrodé tranzistoru rizeného elektric-
kym polem, je podle Vynalezu pmudovy ge-
merator tvoren tranzistorem F{zenym elektric-
kym polem, doplitkového typu vodivosti, jeho
tidici elektroda je spojena se zdrojovou elek-
trodou spinactho tranzistoru fizeného elek-



trickym polem, pri¢emz zdrojova elektroda je
pripojena k jedné z elektrod napéjeciho ob-
vodu a sbérnd elektroda k #idici elektrodé
spinacfho  tranzistoru fizeného elektrickym
polem.

Pro rozsifeni{ funkciondlnich moZnosti in-
tegrovaného logického obvodu je udelné vy-
bavit spinaci tranzistor nejméné jednou do-
pliikovou ridici elektrodou, pripojenou k do-
plitkové vstupni elektrodé, a tranzistor fizeny
elektrickym polem, s doplitkovym typem vo-
divosti je opatfen doplikovymi sbérnymi
elektrodami podle pocétu doplikovych iidi-
cich elektrod spinaciho tranzistoru fizeného
elektrickym polem.

K vytvoreni vicevstupovych integrovanych
logickych obvodu je tieba zapojit mezi sbér-
nou elektrodu tranzistoru rizeného elektric-
kym polem s doplitkovym typem wvodivosti a
ridici elektrodu spinaciho tranzistoru tizené-
ho elektrickym polem nejméné jeden dopli-
- kovy tranzistor rizeny elektrickym mpolem
s doplikovym typem vodivosti a fidici elek-
trodou spojenou se zdrojovou elektrodou spi-
naciho tranzistoru fizeného elektrickym po-
lem. ‘

Pti vyrobé polovoditové struktury integro-
vaného logického obvodu se spinacim tran-
zistorem v podob& planarniho tranzistoru ri-
zeného elektrickym polem s ridicim p-n
prechodem, vertikdlnim kandlem n ptripadné
p typu vodivosti a zdrojovou elektrodou v po-
dobé substratu n piipadné p typu vodivosti
integrovaného obvodu je Ucelné realizovat
proudovy = generdtor jako polem Fizenou
strukturu s ¥idieim p-n prechodem a horizon-
talnim kanalem p pripadné n typu vodivosti,
jehoz oblast sbérné elektrody i zdmjové,elek’—
trody je spole¢na se zabérnou oblasti spinaci-
ho tranzistoru rizeného elektrickym polem
nebo integrovaného obvodu.

V pripadé, Ze je v takové polovoditové
struktufe vertikalni kanal n piipadné p typu
vodivosti proveden na substratu p pripadné
n typu vodivosti, je tfeba proudovy generator
vytvorit jako polem tizenou strukturu s ver-
tikadlnim kandlem p pifipadné n typu vodivos-
ti.

V dal§im je vynélez vysvétlen popisem kon-
krétnich variant jeho provedeni a piiloeny-
mi vykresy, na nichz podle vynalezu: obr. 1
predstavuje zdkladni elektrické schéma in-
tegrovaného logického obvodu — invertoru,
obr. 2 — zakladni elektrické schéma integro-
vaného logického obvodu — ventilu, obr. 3 —
schematicky makres polovodidové struktury
tohoto ventilu dle obr. 2 p#i pohledu shora,
- obr. 4 — zakladni elektrické schéma ventilu
se dvéma vstupy, obr. 5 — zdkladni elektrické
schéma ventilu se tfemi vstupy, obr. 6 —
schematicky polovodidovou strukturu inver-
“toru s proudovym generatorem v podobé
tranzistoru rizeného elektrickym polem s ho-
rizontdlnim kianalem, ve svislém Yezu, obr. 7,
totéZ co na obr. 6 s proudovym generitorem
v podobé tranzistoru rizeného elektrickym
polem s vertikdlnim kandlem.

Na obr. 1 je uvedeno zakladni elektrické
schéma jednodu$§i varianty integrovaného
obvodu podle vynalezu — logického inverto-
ru. Logicky invertor zahrnuje spinaci tran- - -
zistor 1 Fizeny elekirickym polem s kandlem
n-typu vodivosti, proudovy generétor 2, tvo-
feny tranzistorem 2 fizenym elektrickym po-
lem s kandlem p-typu vodivosti, tj. doplfiko-
vého typu vodivosti tranzistoru 1, rizeného
elektrickym polem, vstupni elektrodu 3, vy-
stupni elektrodu 4 a elektrody 5 a 6 napéje-
ciho obvodu.

Ridici elektroda 7 tranzistoru 2 je spojena
se zdrojovou elektrodou 8 tranzistoru 1 iize-
ného elektrickym polem, zdrojova elektroda
9 tranzistoru 2 je pripojena k elektrodé 5 na-
pajeciho obvodu, sbérna elektroda 10 — k ¥i-
dici elektrodé 11 tranzistoru 1 a ke vstupni:
elektrodé 3, uzemnéni elektroda 6 mapajeciho
obvodu (na vykrese neni znazornén) je pripo-
jena k ridici elektrodé 7 tranzistoru 2 rizené-
ho elektrickym polem a ke zdrojové elektrodé
8 tranzistoru 1 tizeného elektrickym polem.
Sbérna elektroda 12 tranzistoru 1 fizeného
elektrickym polem je spojena s vystupni elek-
trodou 4.

Na obr. 2 je uvedeno zakladni elektrické
schéma sloZitéjsi varianty integrovaného lo-
gického obvodu podle vyndlezu — logického
¢lenu pro negaci soudtu a pro negaci soudinu.
Logicky ¢len ma rozdil od invertoru podle obr.
1 zahrnuje dopliikovou fidici elektrodu 11°
u tranzistoru 1, *izeného elektrickym polem,
pripojenou k doplitkové vstupni elektrodé 3’
a k dopliikové sbérné elektrodé 10’ tranzisto-
ru 2, fizeného elektrickym polem.

Na obr. 2 je logicky obvod znazornén s jed-
nou doplikovou fidici elektrodou 11°, oviem
téchto Fidicich elektrod muze byt vétdi podet
a jejich zapojeni je analogické k zapojeni Fi-
dici elektrody 11°.

Na obr. 3 je schematicky zndZornéna pred-
nostni varianta polovodi¢ové struktury logic-
kého ventilu, jehoz zdkladni elektrické sché-
ma je uvedeno na obr. 2.

Na obr. 3 a téz na néasledujicich vykresech,
tykajicich se polovodi¢ovych struktur, jsou
uvedena oznaceni, ktera se shoduji s jim od-
povidajicimi oznadenimi v elektrickych sché-
matech. Zdrojova elektroda 8 a tidici elektro-
da 7 je spolednd se substratem n-typu vodi-
vosti integrovaného obvodu.

V substratu je vytvorena difuzni oblast p-
typu vodivosti, plnici funkci zdrojové elek-™
trody 9. K této oblasti priléhaji dvé oblasti
p-typu vodivosti, slouZici jako kanély 13 a 13’
tranzistoru 2 fizeného elektrickym polem. Ke
kazdé z téchto oblasti ptiléhd po jedné oblasti
p-typu vodivosti, slouzici jako Fidici elektro-
dy 11 a 11’ tranzistoru fizeného elektrickym

_polem sbérné elektrody 10 a 10’ tranzistoru 2

tizeného elektrickym polem. Na téchto oblas-
tech jsou vytvoreny kovové kontakty, spoje-
né se vstupnimi elektrodami 3 a 3°. Vedle toho
jsou v substratu vytvoreny dvé oblasti n-ty-
pu viodivosti, z nichZ jedna ¢astedné prekryva
oblasti p — typu vodivosti, plni funkci sbérné



elektrody 12 tranzistoru 1 rizeného elektric-
kym polem a- je opatfena kovovym kontak-
tem, spojenym s vystupni elektrodou 4, dru-
h4a pak vytvari ohmicky kontakt se substra-
tem a je spojena s uzemnénou elektrodou 6.

Varianta integrovaného logického obvodu,
ktera je uvedena na obr. 4, zahrnuje, na roz-
dil od varianty uvedené na obr. 1, dva dopli-
kové tranzistory 13 fizené elektrickym polem,
majici dopliiujici typ vodivosti ke spinacimu
tranzistoru 1 Fizenému elektrickym polem
spojené mezi sebou do série a zapojené mezi
sbérnou elektrodu 16 tranzistoru 2 fizeného
elektrickym polem a Fidici elektrodu 11 tran-
zistoru 1, Fizeného elektrickym polem. Zdro-
jovéa elektroda druhého doplikového tranzis-
toru 13 Fizeného elektrickym polem je spoje-
na s doplitkovou vstupni elektrodou 3”.

Varianta integrovaného obvodu, uvedené-
ho na obr. 5 zahrnuje na rozdil od varianty
uvedené na obr. 4 jesté tranzistor 2’ se dvéma
sbérnymi elektrodami 10 a 10°, mezi nimiz
na jedné strané a Fidici elektrodou 11 na dru-
hé strané jsou zapojeny dva paralelné mezi
‘sebou zapojené dopliikové tranzistory 13 Ti-
zené elektrickym polem, majici dopliujici
typ vodivosti k vodivosti spinaciho tranzistoru
1 ¥izeného elektrickym polem. K ridici elek-
trodé 11 je ptipojena dopliikova vstupni elek-
troda 3.

Na obr. 6 je schematicky znazornéna polo-
voditova struktura logického obvodu — in-
vertoru, jehoZ zakladni elektrické schéma by-
lo uvedeno ma obr. 1. Spinaci tranzistor 1
rizeny elektrickym polem je realizovan v po-
dobé plandrni struktury s ridicim p-n pie-
chodem 14, s vertikalnim kandlem n-typu vo-
divosti 15, tidici elektrodou 11 p-typu vodi-
vosti, zdrojovou elektrodou 8, spolednou se
substratem n (p)-typu vodivosti integrované-
ho obvodu. Proudovy generator je proveden
jako polem tizena struktura s fidicim p-n pre-
chodem 16 a horizontdlnim kanalem 17 p-ty-
pu vodivosti, jehoZz oblast sbérné elektrody 10
je spoledna se zavérnou oblasti ridici elektro-
dy 11 a zAvérnd oblast fidici elektrody 7 je
spoleéna s oblasti zdrojové elektrody, zdro-
jovou elektrodou 8 a se substratem 5 integ-
rovaného obvodu.

- Tato varianta obvodu muiize byt té% reali-
zovana na substratu m' -typu vodivosti (na
vykresech neni uvedeno), na niz je uloZena
vysokoohmova n-vrstva. V tomto ptipadé je
spinaci prvek vyfeSen jako paralelné zapoje-

ny tranzistor fizeny elektrickym polem s bi-

polarnim tranzistorem v inverznim zapojeni.

Polovoditova struktura, uvedena na obr. 7,
je realizaci téhoz invertoru jako u struktury
ma obr. 6, ale vyznatuje se v&tii hustotou
skladby. Na rozdil od predchéazejici varianty
mé ve struktuie podle obr. 7 substrat vodi-
vosti typu p, tj. opatny typ vodivosti neZ ob-
last zdrojové elektrody 8 spinaciho tranzis-
toru, tizeného elektrickym polem, spoledné se
zavérnou ‘oblasti 7. Proudovy generator je
proveden jako polem ¥zend struktura s verti-
kalnim kandlem 18 a zdrojovou elektrodou 9,

- spoletnou se substratem p (n)-typu vodivosti

integrovaného obvodu. Umisténi zdrojové
elektrody 9 do substratu umoZnilo vyvést
elektrodu 5 napdajeciho obvodu na opacénou
stranu struktury, coz poskytlo moZnost zmen-
§it plochu, zaujimanou integrovanym obvo-
dem. . '

Integrovany logicky obvod, zndzornény na
obr. 1, 6 a 7 pracuje nésledujicim zpUsobem.

Na elektrodu 6 a tim téZ na zdrojovou elek-
trodu 8 tranzistoru 1 fizené¢ho elektrickym
polem a ridici elektrodu 7 tranzistoru 2 fize-
ného elektrickym polem je priveden poten-
cidl, rovnajici se 0 voltd, na elektrodu 5 a tim
téz na zdrojovou elektrodu 9 tranzistoru 2 ti-
zeného elektrickym polem je piivedeno ne-
velké kladné napéti 0,2 az 0,5 V. P tom pro-
téka pres kanal 17 od zdrojové elektrody 9
k sbérné elektrodé 10 tranzistoru 1 tizeného
elektrickym polem této. struktury na obr. 6
napajeci proud. Tranzistor 2 fizeny elektric-

‘kym polem pracuje v rezimu proudového ge-

neratoru. Jestlize je ma vstupni elektrodé 3
napéti rovnajici se nule, coZz odpovida logické
, 0%, pak je napdjeci proud veden pres vné&jsi
obvod (piipojovany k elektrodé 3 a neuvedeny
na obr. 1) na ,,zem®. Pfitom je na fidici elek-
trodé 11 tranzistoru 1 ¥izeného elektrickym
polem napéti, rovnajici se OV a tidici p-n pre-
chod 14 je uzavien, zatimco kandl 15 je pfe-
kryt vrstvou prostorového naboje tohoto p-n
prechodu. V tom pripadé je tranzistor 1 ¥i-
zeny elektrickym polem zavien a na vystupni
elektrodé 4 integrovaného obvodu je napéti
pongkud mensi (0,1 aZ 0,4 V) neZ mapéti na
elektrodé 5 (jestlize se k vystupu 4 pripoji
vstup analogového prvku), tj. napéti, odpovi-
dajici logické ,,1¢. Jestlize na vstupni elek-

~ trodé 3 bude napéti logické ,,1%, pak napéjeci

proud, tekouci pres kanal 17 tranzistoru 2 fi-
zeného elektrickym polem se uzavira pres ¥i-
dici p-n prechod 14 tranzistoru 1 Fizeného
elektrickym polem. Na fidici elektrodé 11 bu-
de pii tom mnap&ti logické ,1“ a tranzistor 1
Yizeny elektrickym polem bude otevien, za-
timeo na vystupni elektrodé 4 logického ob-
vodu bude napéti, odpovidajici logickeé ,,0“.

Takovymto zplsobem dava jednodussi va-
rianta logického obvodu podle vynélezu ob-
vod, plnici logickou operaci ,,inverze“. Integ-
rovany obvod, popisovany v daném piipadé,
tvoifi jednoduchy prvek pro sestavovani vel-
kych integrovanych obvodl logickych a pa-
métovych zatizeni, pritem? vSechny zdrojové
elektrody jednoduchych prvka jsou slouéeny
ve spoleéném substratu. U takovychto zafi-
zeni neni mnezbytné provadét mimofadna
opatteni k izolovani jednotlivych prvkua. Vel-
ké integrované obvody, sestavené z velkého
poétu invertorli vyse uvedeného typu mohou
byt realizovany na monokrystalickém polo-
vodi¢ovém substratu bez epitaxni vrstvy.

V polovoditové struktufe na obr. 7 je tran-
zistor 2 fizeny elektrickym polem (proudovy
generator) proveden s vertikdlnim kanélem
18, coZ umoZzituje privést napéjeci proud in-
tegrovaného obvodu ke spodnimu povrchu



desti¢ky metalizaci napéjeciho obvodu, z ¢e- -

hoZ pak vyplyva usnadnéni provedeni ti‘ecich
vazeb ve velkém integrovaném obvodu a v ko-
ne¢ném dusledku se zvy$uje hustota skladby.

Slozit&j$i varianta provedeni podle vyné-
lezu, integrovany obvod logického ventilu
podle znazornéni na obr. 2, 3 pracuje nasle-
dujicim zpusobem. Tak jako u invertoru se
u logického ventilu privadi na elektrody 5 a
6 témto elektroddm odpovidajici kladny po-
tencial (fadové 0,3 aZ 0,5 V) mebo nulovy po-
tencial. Pres kandly 13 a 13’ pii tom proté-
kaji napajeci proudy od zdrojové elektrody 9
ke sbérmym elektroddm 10 a 10°. JestliZe je na
vstupnich elektrodach 3 a 3’ napéti logické
,0¢, pak se napajeci proudy, které protékaji
pies kanaly 13 a 13’ uzaviraji na ,,zem* pies
vn&ji obvody, ptipojené ke vstupim 3 a 3’
(Vnéji obvody mejsou na obr. 3 uvedeny).
Ptitom je na ridicich elektrodéch 11 a 11’ na-
péti blizké nule a oblast n-typu vodivosti,
umisténa mezi zdvérnymi oblastmi 11 a 11’ je

zcela piekryta vrstvami prostorovych naboju..

V daném piipadé je spinaci tranzistor 1 fize-
ny elektrickym polem zavien a na vystupni
elektrodé 4 integrovaného obvodu je napéti,
odpovidajici logické ,, 14

Jestlize je ma jednu ze vstupnich elektrod
3, 3 — napftiklad na elektrodu 3 — ptivedeno
napéti logické ,,1“, pak se mnapéajeci proud,
protékajici pifes kanal 13 proudového gene-
ratoru, uzavira pres ridici p-n prechod zavér-
né oblasti 11. Pfitom se ¢ast oblasti, umisténa
mezi zdvérnymi oblastmi 11 a 11’ a priléha-
jici k zavérné oblasti 11, od prostorového né-
boje uvolfiuje, tranzistor 1 Fizeny elektrickym
polem se otevird a na vystupni elektrodé 5
integrovaného logického obvodu je mnapéti,
odpovidajici logické ,,0%. Takovymto zptsobem
tedy v ptipadé, kdy vzdalenost mezi zavérny-
mi oblastmi 11 a 11’ je rovna dvojnasobku
tloustky vrstvy prostorového naboje ridiciho
p-n piechodu Fidici elektroda-zdrojova elek-
~ troda plni logicky ventil logickou funkei ,,NE-

BO-NE“, 4

JestliZe je vzdalenost mezi zavérnymi ob-
lastmi 11 a 11’ mensi nebo rovna tlousfce vrst-
vy prostorového naboje p-n piechodu fidici
elektroda-zdrojova elektroda, pak logicky
ventil plni logickou funkei ,,A-NE“. Spinaci

tranzistor 1 Fizeny elektrickym polem bude

oteviren a na vystupni elektrodé 4 integrova-
ného obvodu bude napéti logické ,,0% pouze
tehdy, kdyZz ma obou vstupnich elektrodach
3 a 3’ bude napéti logické ,,1“. Pri libovolné
jiné kombinaci napé&ti logické ,,0“ a ,,1“ na
vstupnich elektrodach 3 a 3’ bude oblast n-
typu vodivosti, umisténd mezi zdvérnymi ob-
lastmi 11 a 11’ prekryta vrstvou prostorového
néboje.

Varianta logického ventilu, kterd je uve-
dena na obr. 4, bude plnit logickou funkei ,,A~.
NE“ pro dvé vstupni proménné. Napéti logic-
ké ,,0“ se objevi na vystupu 4 daného ventilu
pouze v pripadé, kdy napéti logické ,,1“ bude
privedeno na oba vstupy 3 a 3. P¥i libovolné
jiné kombinaci napéti na vstupech 3 a 3” bude
na vystupu ventilu (na elektrodé 4) napéti lo-
gické ,,1%. Jestlize napiiklad na vstupu 3 bude
napéti logické ,,0¢ a na vstupu 3” bude napéti
logické ,,1¢, pak se napéjeci proud, protéka-
jici pies oblast sbérmé elektrody 10 tranzistoru
rizeného elektrickym polem uzavird pres
vn&j§i obvody (nejsou ma obr. 4 znizornény)
na zem a nedostidva se k ridici elektrodé 11
spinaciho tranzistoru 1 Fizeného elektrickym
polem. V dusledku toho je tranzistor 1 fizeny
elektrickym polem zavien a na oblasti jeho
sbérné elektrody 12 a tim téZ i ma vystupni
elektrodé 4 logického ventilu je napéti logic-
ké ,,1¢. Nap4jeci proud se nedostane k zavér-
né oblasti 11 tranzistoru 1 #{zeného elektric-
kym polem rovnéz ani v piipadé, kdy je na-
péti logické ,,0¢ tfebas jen ma vstupu 3” nebo
dokonce na obou vstupech 3 a 3”.

Varianta logického ventilu, kterd je uve-
dena ma obr. 5, plni logickou funkci C =
= a(b - d), kde C je logickd proménnd na
vystupni elektrodé 4 ventilu, zatimco a, b a d
jsou odpovidajici logické proménne na vstu-
pech 3, 3’ a 3. Napéti logické ,,0“ se objevi
na vystupni elektrodé 4, tzn. logick4 promén-
né C nabyva hodnoty ,,0“ pouze tehdy, jestli-
7e za prvé — logickd proménnd ,,a“ nabyva
hodnoty ,,1%, nebo za druhé, nejméné jedna
z logickych proménnych ,b“ a ,d“ nabyva
hodnota ,,1%. P¥i ostatnich kombinacich hod-
not proménnych ,,a%, ,b* a ,,d* ma promén-
né ,,C“ hodnotu logické ,,1¢.

Viechny vyse popsané logické ventily mo-
hou byt vyuzZity pti sestavovani slozitych &is-
licovych logickych a paméfovych zafizeni
s pouzitim bezprosttednich vazeb. Nejvyraz-
néjsi efekt vyuziti daného vynalezu miiZe byt
dosaZen p¥i jeho vyuZiti k sestaveni velkych
integrovanych obvodu. o

Integrovany obvod podle vyndlezu muZe
byt vyroben podle jednoduché technologie
s pouzitim dvou operaci difuze ptimési s po-
moci tfi az ¢tyt fotoSablon. Takovyto obvod,
vytvoreny naptiklad v monokrystalické pod-
lozce bez epitaxni vrstvy s mérnym odporem
radové 10 ohm . cm pii vyuZiti obycejnych
fotosablon s minimalnimi rozméry okének ko-
lem 4 az 5 um, zaujima na krystalu plochu
radové nékolika stovek étvereénich pym a je
charakterizovdn ndasobkem zpozdéni signélu
a rozptyleného vykonu (praci prepinéni) ra-
dové 1072 plJ. : ‘

PREDMET VYNALEZU

1. Imteg\rovanfr logicky obvod se spinacim
tranzistorem ftizenym elektrickym polem,
k némuz je pripojen proudovy generator,

vstupni a vystupni elektrody, ptipojené
k tidici elektrodé a sbérné elekirodé tran-
zistoru fizeného elektrickym polem a elek-



trody mapéjeciho obvodu, z nichZ jedna je
ptipojena k proudovému generatoru a dru-
hé ke zdrojové elektrodé tranzistoru fize-
ného elektrickym polem, vyznactujici se
tim, Ze proudovy generator tvori tranzistor
(2) Fizeny elektrickym polem s doplitkovym
typem vodivosti, jeho fidiei elektroda (7)
je spojena se zdrojovou elektrodou (8) spi-
naciho tranzistoru (1) tizeného elektrickym
polem, pii¢emz zdrojova elektroda (9) je
pfipojena k jedné z elektrod (5) napajeciho
obvodu a sbérma elektroda (10) k TFidici
elektrodé (11) spinactho tranzistoru (1) Ti-
zeného elektrickym polem.

* 2. Integrovany logicky obvod podle bodu 1,

vyznadujici se tim, Ze spinaci tranzistor (1)
fizeny elektrickym polem je opatien nej-
méné jednou doplitkovou fidici elektrodou
(11’), ptipojenou k doplitkoveé vstupni elek-
trodé (3)) a tranzistor (2) fizeny elektrickym
polem s doplnkovym typem vodivosti je
opatien doplikovymi shémymi elektroda-

mi (10’) podle poctu doplnkovych fidicich

elektrod (11°) spinaciho tranzistoru (1) tize-
ného elektrickym polem.

. Integrovany logicky obvod podle bodl 1 a
2, vyznadujici se tim, Ze mezi sbérnou elek-
“trodou (10) tranzistoru (2) tizeného elek-
trickym polem s doplitkovym typem vodi-
vosti a tidici elektrodou (11) spinaciho

tranzistoru (1) fizeného elektirickym polem
je pripojen mnejméné jeden doplikovy
tranzistor (13) fizeny elektrickym polem’
s doplakovym typem vodivosti a fidici
elektrodou spojenou se zdrojovou elektro-
dou (8) spinaciho tranzistoru (1) Fizeného
elektrickym polem.

4. Integrovany logicky obvod podle bodu 1 se

spinacim tranzistorem rizenym elektrickym
polem v podobé planarniho tranzistoru s ¥i-
dicim p-n prechodem a vertikdlnim kana-
lem n ptipadné p typu vodivosti, vyznadu-
jici se tim, Ze proudovy generdtor je pro-
veden v podobé polem Fizené struktury s fi-
dicim p-n prechodem (16) a horizontalnim
kanalem (17) p ptipadné n typu vodivosti
v pripadé, je-li zdrojova elektroda (8) spi-
naciho tranzistoru (1) fizeného elektrickym
polem provedena jako substrat integrova-
ného obvodu n piipadné p typu vodivosti,
nebo s vertikdlnim kanalem (18) p ptripad-
né n typu vodivosti v pripadé, je-li sub-
strat integrovaného obvodu p pripadné n
typu vodivosti, pfi¢emz oblasti sbérné elek-
trody (10) a zdrojové elektrody (9) -polem
tizené struktury jsou spole¢né se zavérnou
oblasti fidici elektrody (11) spinactho tran-
zistoru (1) tizeného elektrickym polem a
substratem integrovaného obvodu. '
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